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※概要（Summary ）： 

リライタブル光記録媒体で用いられている屈折率

変化材料 GeSbTe は、近年、相変化ではなく結晶構造

変化であるとの報告がなされています。結晶構造変化

であれば、ナノ粒子であっても屈折率変化、すなわち

バンド構造変化が起こるはずです。また、GeSbTe 系

材料は、バンドギャップが 0.3eV 程度と狭く光ではア

クセスしにくいのですが、ナノサイズ化により、ナロ

ーギャップであったバンドは離散化し、ギャップエネ

ルギーが光の領域まで広がると考えています。この結

晶構造変化するナローギャップ半導体を quantum 

dot に加工できるか、また加工した際のバンドギャッ

プの広がりの度合いと結晶構造変化した際のバンド

変化を調査することが目的ですが、2012 年度は、ど

こまで小さく加工できるか、可能性を探索します。結

果としては、量子効果が現れ始めるサイズ 15nm に対

して、１層レジストによるリフトオフプロセスで

20nm 程度の微細化ができており、目標まであとわず

かでしたが、一部には数 nm のドットも観測されまし

た。 

※実験（Experimental）： 

今回はリフトオフを利用した微細加工を選択しま

した。微細加工 PF にて EB レ

ジスト系の ZEP520 を塗布し、

電子ビーム露光装置で露光しま

した。次にエッチングを行って

ホールを形成し、走査型電子顕

微鏡で確認しました（右図）。露

光 の Dose 量 は 40 ～ 400k 

uC/Cm2 まで振ってあります。 

その後、東芝において GeSbTe をスパッタ成膜し、

微細加工 PF にてウェットエッチングを行い、外注評

価にて FE－SEM の観察を行ないました。 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

ホールサイズが小さい場合に、ウェットエッチでドッ

トが流れてしまう可能性がありましたが、Dose 量が 160

と 400の条件でGeSbTeドットが比較的明瞭に観察され、

その粒子径は約 20nm 程度でした。また、一部に数 nm

サイズと思われるGeSbTeナノ粒子も存在していました。 

ナノ粒子化した場合のバンドギャップを計算する

Brus の式では、15nm 程度のサイズで量子効果が発現し

始めるとの試算を得ており、もう尐しサイズが小さくな

れば、期待する効果が得られる可能性があります。 

※その他・特記事項（Others）： 

今回はレジスト１層を用いたリフトオフで加工しま

したが、２層レジストによる微細化での調査を行ないた

いと考えています。また、量子効果は quantum dot の

表面状態にも強く依存するため、１層レジストによる微

細化と２層レジストによる微細化のどちらが望ましい

かを確認したいと思います。 
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